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Activités de recherche

 Encadrements scientifiques
— 5 théses soutenues & 5 théses en cours (dont une en tant que directeur)

— 2 post-doctorants & 3 ingénieurs
— 15 masters (PFE/M2)

* Reconnaissances, distinctions et prix

— URSI Young Scientist Award en 2008
— PEDR, Rang A, depuis 2014
— Membre senior d’IEEE depuis 2015 € IEEE

— |EEE SPI 2016 and 2017 Young Investigator Training Program Award
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Activités de recherche

* Reconnaissances, distinctions et prix attribués a

des étudiants supervisés Ms2012 2 9

— Finaliste du prix du meilleur papier étudiant a IMS 2012

— Finaliste du prix de thése de la section électronique du €Ep
Club EEA en 2017

— Finaliste du prix de thése de I’école doctorale EEATS en /A\
2017 -

— 3 ler prix de compétition étudiante de conception d’IEEE M
MTT-S MTT-S°

— Prix de la meilleure branche étudiante 2015 de la société @lEEE
I[EEE France France Section

— Prix du meilleur chapitre 2015 de la société Microwave M
Theory and Techniques de I'lEEE MTT-S*
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CONCEPTION ET DINTEGRATION
YSTEMES

Activités de recherche

 Rayonnement scientifique national et international

JNM 2015

B ORDEAUX

Contribution a I'organisation de 5 conférences dont les JNM 2015
et EUMW 2015

Membre du TCC et membre invité des TCs « Filters and Passive
Components » (TC-8) et « Field Theory » (TC-15) de IEEE MTT-S

Editeur associé du journal JMWT de EUMA depuis 2016 (IF: 0,976)

Membre du bureau, depuis 2013, et président depuis 2017 de MTT
France

Membre de TPC de 4 conférences internationales

Chairman dans 11 conférences

Examinateur de nombreuses revues et conférences internationales
Membre invité de jury de 10 théses

Fondateur et conseillé de la branche étudiante IEEE de Bordeaux et
des chapitres étudiants MTT et AP
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Publications

i Pu bl |Cat|0nS de reCherChe (149) s Publications internationales par année

27 revues internationales
« 18 IEEE (dont 8 transactions)
* 4 invitées
55 conférences internationales
* 13 IEEE MTT-S IMS
* 9invitées
1 revue nationale
43 conférences nationales

O dépots de brevet

Revues internationales ™ Conférences internationales

Répartition thématique des 82 publications internationales

m RFID

SIW
m Circuits actifs
m Autres
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Publications

Publications de recherche (149) s Publications internationales par année

— 27 revues internationales
« 18 IEEE (dont 8 transactions) 10
* 4 invitées

— b5 conférences internationales
13 |EEE MTT-SIMS
* 9 invitées

— 1 revue nationale

— 43 conférences nationales

— 9 dépots de brevet

Publications pédagogiques
— 1 revue nationale
— 1 conférence nationale
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* Synthéese des travaux de recherche
— Composants, circuits et systemes RFID



~ Composants, circuits et systémes RFID

* Antennes de tags RFID UHF passifs (non 50€2)

Ant;
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"""""""" ‘Composants, circuits et systémes RFID

» Réalisation additive par impression jet d’encre

Substrat Puce Antenne
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“Composants, circuits et systemes RFID

* Oscillateur stabilisé en température

Tag RFID actif

Variation frequentielle de 0,07%

Température C
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—— Composants, circuits et systémes RFID

 Oscillateur stabilisé en traction de charge
7

— Antenna Diplexer

K///4?esonator
Output

|
Port 1
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N 578

-110 -
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Composants, circuits et systémes RFID

 LNPA pour balise active
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* Synthéese des travaux de recherche

— Technologies intégrées au substrat



Technologies intégrées au substrat

Guide d’ondes
volumique
(1893)

+ Pertes d’insertion faibles
+ Blindé par nature

+ Facteur de qualité élevé
+ Forte tenue en puissance

- Colt elevé

- Pas integré

- Lourd

- Complexe a fabriquer

Circuits imprimés
(1952)

+ Faible codt
+ Haute densité d’intégration
+ Faible poids

- Pertes d’insertion ¢levées
- Facteur de qualité faible
- Faible tenue en puissance
- Blindage nécessaire



Technologies intégrées au substrat

SIW |
(2000)
|

.....
...............................................

+ Faible cot

+ Haute densité d’intégration
+ Faible poids

+ Blindé par nature

- Pertes d’insertion

moyennes

- Facteur de qualité moyen |
- Tenue en puissance

| moyenne

AFSIW
(2013)

+ Faible colt

+ Haute densité d’intégration
| + Faible poids

| + Blindé par nature

+ Pertes d’insertion faibles

+ Facteur de qualite élevé

+ Forte tenue en puissance

+ Structure multicouche
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Technologies intégrées au substrat

* Accordabilité de composants SIW
— Cavité a double accordabilité Fréquence de résonance
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Technologies intégrées au substrat

« Composants SIW 3D
— Filtre compacte du 7¢™e ordre ..
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Technologies intégrées au substrat

» Systéme SIW d’'imagerie passive

Chaine RF a 35GHz

Reflector Low noise amplifier
Antenna = , :

Receiver RE RF
Detector ... Amplifier

Computer ) I ~~ (] (] <
— | Microcontroller ~=

N
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’:ﬁ Control @
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* Technologie AFSIW haute performance

Rogers 6002-filled SIW

E T __’e?__---— m—
2015 > coinle
o

Substrate 3

¢

A

Substrate 2

Substrate 1
Air-filled; SIW based on Rogers 6002

f
. ~ Ty ’.‘_: pp—— ]
%005 ﬁ/——s—* :

HCopper MSubstrate M Ajr = ==Theory
=—Measured
%6 28 30 32 34 36 38 40
Frequency (GHz)

a33GHz - 6002-filled SIW  5880-filled SIW  AFSIW
Pertes diélectriques (dB/cm) 0,081 0,052 0

Pertes ohmiques (dB/cm) 0,053 0,045 0,029
Pertes totales (dB/cm) 0,16 0,12 0,044
‘Facteur de qualité 187 251 680

APHC (dBm) 47,2 46,8 54,8
PPHC(kW) 1046 2375 23,6
largeur (mm) 4,11 4,77 7,04
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“Technologies intégrées au substrat

* Démonstration de filtres
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— Composants et circuits intégrés actifs
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Composants et circuits intégrés actifs

THALES

 Amplificateur de pwssanoe BiCMOS

cell ouTe

Unit pow!

Photo de la puce

Schéma du PA SiGe : 5
(8,5a10,5 GHz) sl i
s S e e
|
|
I
IOU

1.8mm

- - =
1 [T % —
N— { —— A
\ 1= | \‘\_ Lo
. = =3
[ { Ja
/ ) _— AN R
y =g Y= = ~
] N\
|
(S = {
i ~/ 4 NY |
- n ! )
X f
1 o 7, ¢ ]
o=

W § S T

Résultats de mesure

D@ [P(@Bm)" 3346 33,27 3307 32,87
(W (Gain(dB) | 156 1517 1463 14,23
S |Max. PAE (%) | 32,15 31,08 29,85 28,80
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"Com posants et circuits intégrés actifs

THALES

 Amplificateur de puissance reconfigurable

Modules

Puissance de sortie normalisée

T T
—4—PA X-Band OFF
=B—PA X-Band OM

\ﬁ"l“*unr_

Schéma
SiGe PA
13dB Delay 4518 GHz Power
Coupler line 18-22 dBm Combiner
Input
T _>_ Output
Driver SiGe PA
Switch Amplifier ~ 8-9-10.5 GHz
30-34 dBm
—
Parametres S
8.5-10.5 GHz
N :‘l L'nﬁs m1

m2 Ty req=5.500GHz =
0 TN B(S(8.7))=11.777 5
20—- m2 E
e m1 /1 4 req=8.500GHz —
S o _m B(S(8,7))=29.153) =
Gona 10 - — - S
88:8 ' | feq=10506H 2
T 4.518CGHz ———» IB(5(8.7))=30.842 =
-10— \1 — i — 4 E
- 5 req=16.00GHz =

> Al s & : B(S(8,7))=10.981
- T | I I I I 4

2 4 [ I 10 12 14 16 18 20

10

Frequency (GHz)

12

14 18
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Composants et circuits intégrés actifs

Be
~L: . >~~~ A
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Composants et circuits intégrés actifs

* Driver de modulateur optique 100 Gbs/s Kyys -

Teltronix:

MPHV |

—— Cumphv
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“Composants et circuits intégrés actifs

Driver de modulateur optique 100 Gbs/s kyr

Tektroniw

‘ektronix
DPO720025X

Tektronix
PPG 3202
(Progammable
Pattern Generator)
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Composants et circuits intégrés actifs

 Modulateur opt|que 100GBs/s 24
Sche% Layout T

J

=

pust

A g

gnd
Sense 1

Sense 2

gnd

Sortie de la photodiode
Contrile du PinPM1
Contrdle du PinPM2
gnd

35V

35V

gnd

gnd

Entrée PRBS 1
Entrée PRBS 2

gnd

Entrée test
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Entrée laser
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g Driver
P S unitaire

Polarisation
PinPM

] —= E .
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Composants et circuits intégrés actifs
. Synthetlseur d’ |mpedance

A D VvV T E C H

VSWR, . : L,=2/4

IN
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— Composants et circuits intégrés actifs
— Liaisons millimétriques par guide plastique



Perspectives de recherche

* Tendances:
— Intégration
— Montée en fréquence
— Performances accrues
— Réduction des colts

> | INTEGRATION

* Applications émergentes :
— Constellations de satellites
— Véhicules autonomes
— bG
— loT

38
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- Technologies intégrées au substrat

COBHAM

* Filtre AFSIW pour application spatiale cnes
— Etude en environnement spatial
— Etude en puissance
— Développement de la technologie

Monture de test en puissance Banc de test en puissance sous vide

e
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@ lechnologies intégrées au substrat

o

e Structures multimodes AFSIW

Résonances
Cavité multimodes AFSIW Modéle e
LR | 14 = -meas i
"—h‘_"':"_H—" 'r.|' !ﬂ ' '(I‘] 'iz' — =TM410 ’
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A Imnl 4 (hmnl)
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1
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0
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Technologies intégrées au substrat

« AFSIW System on Substrate (SoS) Station SATCOM d Aéronef
— SATCOM
— RADAR
— Station de base 5G
— Charge utile de nano-satellite

Radar automobile Station de base 5G Nano-satellite

41
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Circuits actifs intégrés

n u life.augmented
* Transmissions pour la 5G Lys
% bl («,H% ") % e et Mitsubishi  Electric, “Mitsubishi Electric's
base stations 2, Ease slatons new multibeam multiplexing 5G technology
ko1 achieves 20Gbps throughput,” Jan. 2016

- L= - . <
) = terminal = terminal

Total Array
DC Power vs. Array Size X1 RX2 TX3 RX4
o @
1400 DC Power 35 Balun D Balun
200 Consumption / PA v LNA
/ 30 "
8 ;E DVGAs
1000 Minimum -
g / DC Power _ AYVA YoaY AVA = IVeyY
5 800 Consumption | 55 G R i_ 1] x2[[ ¥2 13 [z x4 | v4
H T erm H
g \ 5 (EY-EX) i_ gosat 4] ] ] ] ] ) T Rem
o Combiner/
o 600 -y P i 1
o 20 3 sxjey o [ e [Jf] | ) ] (] } ) ] ] M [Rem
= <<
2 100 /’ x1| |y 12| | a3 xz||y3 14 | o
AN wAVY N N wAY
Dual-
Antenna ’ y 15 Series T-line g =y
Gain Power Combiners/
200 Splitters
0 10 SPI
1 10 100 1000

Number of Antenna Elements
RX1 TX2 RX3 TX4

N I Y-S. Yeh & al. “A 28-GHz Phased-Array Transceiver with Series-Fed
Analog Device, “RF Technology for the 5G mmW Radio, Dual-Vector Distributed Beamforming ,” RFIC 2017

T. Cameron, 2016 42
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cnes

Circuits actifs intégrés
BiCMOS pour applications spatiales

European Space Agency

Chaine de linéarisation et d’amplification en technologie AsGa

J
 ThalesAlenia
i e e SPACE

.~ Ku/Ka band CAMP

RF line-up - Linearizer upstream configuration

Linearizer Limiter SCA Output balanced amplifier

Power detector Attenuator
|_[Am/Pm AM/PM| | g Al
cell cell 7
Alpha
Attenuator

Power detector

7 ALC Loop 7

Input balanced amplifier

Output power loop
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Circuits actifs intégrés

« Composants et circuits multiharmoniques

— Effort conséquent dans la conception de PA pour limiter
la génération d’harmoniques et augmenter I'efficacité

— Proposition de concevoir des classes de PA
multiharmoniques pour la conception de systémes
multiharmoniques

Radar harmonique FMCW

Information of
vital signal

L. Chioukh, H. Boutayeb, D. Deslandes and K. Wu, “Noise and sensitivity of harmonic radar architecture for remote sensing and
detection of vital signs,” in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 62, no. 9, pp. 1847-1855, Sept. 2014,



“ms|jens par guides d’ondes plastiques

.,o oe%e u n P& [
millimeétriques o7 I

* Guides plastiques / Transitions / Transceiver

Guide EzLink

Dual Polarized
Horn Antenna

Orthomode Transducer 2 layers

(TEq19and TEgy modes)

Orthomode SIW

Port 1:Microstrip line feeding for
the vertical polarized component

Port 2: Microstrip line feeding for
the horizontal polarized component

M. Esquius-Morote, M. Mattes and J. R. Mosig, “Orthomode transducer and dual-polarized
horn antenna in substrate integrated technology,” in IEEE Transactions on Antennas and

Propagation, vol. 62, no. 10, pp. 4935-4944, Oct. 2014. 46
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Forces

Résultats d’ensemble
Bagage scientifique et technique
Forte expérience internationale
Curiosité, perséevérance et rigueur
Equipe de recherche dynamique et
rayonnante (CSH)

Moyens consequents de I'IMS

Opportunités

Collaborations internationales
Collaborations nationales
académiques, institutionnelles et
industrielles

Collaborations régionales (Pdle
ALPHA RLH & Aerospace, XLIM,
industriels)

Points a améliorer

Recherche de financement
|dentification thématique
Responsabilité dans les conseils
de laboratoire ou d’école

Points de vigilance

Forte concurrence (appels d’offres
et progression de carriere)
Surcharges

Dispersion

48



Un grand MERCI aux

* Post-doctorants, doctorants, stagiaires et éleves
ingénieurs

* Collegues enseignants-chercheurs, enseignants,
chercheurs, ingénieurs

* Techniciens et personnels administratifs

Grenoble IN; 1 ‘ \'/,.-—-—
Esisqr, l GrenoblefINP Bordeaux INP =
) ' I ENSEIRB A

/ MATMECA l \

(g ) w EP-LAHC Po%‘éé;%g /SI;TS

BORATOIRE
€ CONCEPTION ET DINTEGRATION
emEsS

49



« Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas
a travailler un seul jour de votre vie », Confucius



